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Zona ohmica (vqs, veo > Vener)

Vewen <0

Source e drain sono normalmente in contatto. Il
dispositivo conduce come una resistenza. Questa
resistenza aumenta all'aumentare della tensione
inversa.
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Saturazione (ves > Vence, Veo < Veinch)
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La zona di svuotamento arriva a strozzare (pinch)
il canale. Nella zona svuotata vengono iniettati gli
elettroni provenienti dal source. La corrente &

indipendente da v,

Caratteristiche di uscita (n) Transcaratteristiche

Valida con il dispositivo in saturazione

Saturazione

& negativo e
aumenta verso lo 0 In questa regione il
dispositivo funziona
come amplificatore

transconduttivo
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